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摘 要

本研究利RF濺鍍成長ZnO薄膜，探討N/P型矽基板上成長ZnO的晶向、半導體特性(IV-cuvre)、光電導(PC)以及持續性光電

導(PPC)的光電特性。 熱游子放射（Thermal-emission，TE）在金屬與半導體接面的傳導機制中，相當重要。因此在本實驗

中，對於N/P型矽而言，載子無法穿過位障，所以形成非歐姆接觸的特性。我們經過計算便可以知道蕭基能障之位障(

ΦBN)值。 由於ZnO薄膜氧的缺陷，我們在量測光電導(PC)特性時，我們可以利用光學吸收邊(Optical absorbtion edge)與能

量的關係，得知氧化鋅的能隙變化。 再經由持續性光電導(PPC)的衰減動力學I(t)=I0(t)exp(-t/τ)β得到一個很好的描述，經

過τ(衰退時間常數)和β(衰退指數)的關係，我們得到電子捕捉能量(Electron capture energy，Ea)約為30.5meV。

關鍵詞 : 氧化鋅、薄膜、蕭基、能陷
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